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【研究背景】近年、結晶性シリコンよりも電子・正孔移

動度がともに高い結晶性ゲルマニウム(c-Ge)を、絶縁性

基板上に低温(≤ 300ºC)で形成しようという研究が盛ん

に行われている。中でも金(Au)を触媒として用いた金誘

起層交換成長(GIC)法と呼ばれる手法は、[アモルファス 

(a-)Ge/Au]多層構造を 250 ~ 300 ºC で熱処理することに

より、(111)配向した大粒径(~1 mm)の c-Ge 粒を石英やフ

レキシブル基板上に形成することに成功している [1]。

最近ではそれを用いた薄膜トランジスタが動作してい

る[2, 3]。しかしながら、(a-Ge/Au)を多層化しなければな

らないため、作製プロセスが複雑化し、作製に時間が掛

かるという問題があった。そこで本研究では、(a-Ge/Au)

多層構造の代わりに、Geと Auの同時蒸着により形成し

た GeAu層を用いることによって、作製プロセスの大幅

な簡素化を試みた。 

【実験方法】Figure 1 に作製プロセスを示す。まず、化

学洗浄した SiO2/p-Si(100)基板上に、抵抗加熱蒸着装置で

Au(膜厚: 250 Å, レート: 0.2 Å/s)、Ge[Ge 膜厚(dGe): 7.0, 

10,13 Å, レート: 0.1 Å/s] の順に蒸着した。Geをプラズ

マ酸化し [投入電力: 100 W, 酸化時間(to): 16 h]、拡散制

御層として GeOx 層を形成した。電子線蒸着装置を用い

て GeAu(Au: 0.2 wt％)(膜厚: 250 Å, レート: 0.2 Å/s)を蒸

着した後、管状炉でアニールした (300 ℃, 50 h)。最後に、

ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液で Auと GeOxを除去した。

X 線回折(XRD)法と電子線後方散乱回折(EBSD)法を用

いて Geの結晶性を評価した。 

【結果と考察】Figure 2 は、to = 16 h、dGe =7.0 Åのとき

の XRD スペクトルである明瞭な Ge(111)ピークが観測

されており、SiO2 上に c-Ge が形成されていることが分

かる。Figure 3 は dGe = 7.0 Å における Ge 結晶粒の光学

顕微鏡写真である。長さ 115 m 以上もある比較的大き

な c-Ge を得ることに成功した。Figure 4 に dGe = 7.0 Å で

ある Ge 結晶の面直方向の EBSD 像を示す。結晶全体が

(111)配向した c-Ge になっていたことを示唆する青色に

なっていることが分かった。 
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Fig. 2 XRD spectra of dGe =7.0 Å when 

sample of fixation to=16 h. 

Fig. 3 Optical micrograph of the c-Ge when 

sample of dGe= 7.0 Å (to= 16 h). 

 

 

Fig. 4 EBSD image of the c-Ge in the normal 

direction (ND) in dGe= 7.0 Å (to = 16 h). 
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Fig. 1 Processing the c-Ge by using GIC. 
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